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題
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R8C/Mx シリーズの使用上の注意事項 （２） 情報分類 技術情報 

対象ロット等
適

用

製

品 

R8C/Mx シリーズ 
― 

関連資料  

 

R8C/Mx シリーズにおいて、以下の内容に注意してください。 

 

１．フラッシュメモリの停止及び動作の遷移に関する注意事項 

（１）FMSTP ビットが“1”（フラッシュメモリ停止）の状態で、ストップモードへ移行しないでください。 

（２）FMSTP ビットが“1”（フラッシュメモリ停止）、かつ WTFMSTP ビットが“1”（ウェイトモード中フラッシュメモリ 

停止）の状態で、ウェイトモードへ移行しないでください。 

（３）フラッシュメモリ停止状態からフラッシュメモリ動作状態へ移行後、42μs 間は、フラッシュメモリ停止状態へ 

移行しないでください。 

また、その期間は、OCOCR レジスタの LOCODIS ビットを書き換えないでください。 

 

         フラッシュメモリ停止状態からフラッシュメモリ動作状態への移行条件 

・FMSTP ビットを“0”（フラッシュメモリ動作）にする。 

・WTFMSTP ビットが“1”（ウェイトモード中フラッシュメモリ停止）の状態で、ウェイトモードから復帰する。 

・ストップモードから復帰する。 

     フラッシュメモリ動作状態からフラッシュメモリ停止状態への移行条件 

・FMSTP ビットを“1”（フラッシュメモリ停止）にする。 

・WTFMSTP ビットが“1”（ウェイトモード中フラッシュメモリ停止）の状態で、ウェイトモードへ移行する。 

・ストップモードへ移行する。 

 

 

２．SUBCR レジスタ  (R8C/M13B グループのみ) 

      00028h 番地の XCIN クロック制御レジスタ(SUBCR)の仕様を削除します。 

      XCIN クロック発振回路に発振子を接続する場合、または外部で生成されたクロックを XCIN 端子へ入力する場合、 

ESCKCR レジスタ(00020h 番地)の CKPT2～CKPT3 ビットだけで端子の制御ができます。 
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３．A/D 変換時間の訂正 

      ユーザーズマニュアル ハードウェア編に記載の A/D 変換時間を訂正します。 

 

（１）「A/D コンバータ」章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「電気的特性」章 
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参考：A/D 変換のタイミング図 
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